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  データシート 

RNA51xxシリーズ 
CMOS system–RESET IC 

概要 

RNA51xxシリーズ製品はマイクロプロセッサや電子システムのリセット信号を生成します。 

検出電圧は 1.4 V, 2.6 V, 2.7 V, 2.8 V, 2.9 V, 3.0 V, 3.1 V, 4.4 V, 4.5 V, 4.6 V, 5.0 Vをラインナップしており, 
検出電圧精度は±1%です。 

CMOSプロセスを採用し, 低消費電流 (0.7 μA) を実現しています。 

CD端子に外付け容量を接続することにより, リセット解除遅延時間を設定することができます。 

マニュアルリセット入力ピンを備えており, 内部抵抗 (2 MΩ) でプルアップされています。 

出力タイプはオープンドレインタイプ (RNA51Axx) と CMOSタイプ (RNA51Bxx) があります。 

特長 

• 検出電圧：1.4 V, 2.6 V, 2.7 V, 2.8 V, 2.9 V, 3.0 V, 3.1 V, 4.4 V, 4.5 V, 4.6 V, 5.0 V 
• 検出電圧精度：±1.0% 
• ヒステリシス幅：5% typ. 
• 低消費電流：0.7 μA typ. 
• 外付け容量による遅延時間設定機能 
• マニュアルリセット入力 
• オープンドレイン出力タイプ及び CMOS出力タイプ 
• 5ピン SOT-23パッケージ 
• 動作温度範囲：–40°C ～ 85°C 
• 発注型名 
 

発注型名 パッケージ名称 パッケージコード パッケージ略称 テーピング略称(数量) 

RNA51A26FLPEL MPAK-5ピン PLSP0005ZB-A LP EL (3,000個/リール) 

RNA51A27FLPEL MPAK-5ピン PLSP0005ZB-A LP EL (3,000個/リール) 

RNA51A28FLPEL MPAK-5ピン PLSP0005ZB-A LP EL (3,000個/リール) 

RNA51A29FLPEL MPAK-5ピン PLSP0005ZB-A LP EL (3,000個/リール) 

RNA51A30FLPEL MPAK-5ピン PLSP0005ZB-A LP EL (3,000個/リール) 

RNA51A31FLPEL MPAK-5ピン PLSP0005ZB-A LP EL (3,000個/リール) 

RNA51A44FLPEL MPAK-5ピン PLSP0005ZB-A LP EL (3,000個/リール) 

RNA51A45FLPEL MPAK-5ピン PLSP0005ZB-A LP EL (3,000個/リール) 

RNA51A46FLPEL MPAK-5ピン PLSP0005ZB-A LP EL (3,000個/リール) 

RNA51B14FLPEL MPAK-5ピン PLSP0005ZB-A LP EL (3,000個/リール) 

RNA51B27FLPEL MPAK-5ピン PLSP0005ZB-A LP EL (3,000個/リール) 

RNA51B50FLPEL MPAK-5ピン PLSP0005ZB-A LP EL (3,000個/リール) 
 

アプリケーション 

• マイクロプロセッサの電源監視及びリセット 
• バッテリ駆動製品 
• PC及びノート PC 
• 無線通信システム 
• デジタルカメラ, デジタルビデオカメラ, PDA 
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ピン配置 
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製品リスト 

検出電圧 –VTH 

[V] 

オープンドレイン出力 CMOS出力 

製品型名 型名コード 製品型名 型名コード 

1.4 — — RNA51B14FLP 6P 

2.6 RNA51A26FLP 5N — — 

2.7 RNA51A27FLP 5P RNA51B27FLP 7C 

2.8 RNA51A28FLP 5Q — — 

2.9 RNA51A29FLP 5R — — 

3.0 RNA51A30FLP 5S — — 

3.1 RNA51A31FLP 5T — — 

4.4 RNA51A44FLP 6G — — 

4.5 RNA51A45FLP 6H — — 

4.6 RNA51A46FLP 6J — — 

5.0 — — RNA51B50FLP 3R 

 

現品表示 

5    N

MPAK-5

• RNA51A26FLP ( )
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ブロック図及び応用回路例 

(1) RNA51Axx製品 
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(2) RNA51Bxx製品 
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【注】 1. 安定した動作をさせるため, 周波数特性の優れたコンデンサを VDD 端子と GND 端子間にできるだけ近づけ
て接続してください。 

 2. 上記コンデンサの値はシステム条件に合わせて選択してください。 
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動作説明図 
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絶対最大定格 

(1) RNA51Axx製品 

(特記なき場合: Ta = 25°C) 

項目 記号 端子名 定格値 単位 

電源電圧 VDD VDD 6.0 V 

出力電圧 VOUT VOUT –0.3 ～ 6.0 V 

入力電圧 VIN MR, CD –0.3 ～ VDD+0.3 V 

出力電流 IOUT VOUT ±50 mA 

許容損失 PD — 120 mW 

動作温度 TOPR — –40 ～ +85 °C 

保存温度 TSTG — –55 ～ +125 °C 

 

(2) RNA51Bxx製品 

(特記なき場合: Ta = 25°C) 

項目 記号 端子名 定格値 単位 

電源電圧 VDD VDD 6.0 V 

出力電圧 VOUT VOUT –0.3 ～ VDD+0.3 V 

入力電圧 VIN MR, CD –0.3 ～ VDD+0.3 V 

出力電流 IOUT VOUT ±50 mA 

許容損失 PD — 120 mW 

動作温度 TOPR — –40 ～ +85 °C 

保存温度 TSTG — –55 ～ +125 °C 
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電気的特性 

(1) RNA51Axx製品 
(特記なき場合: Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

動作電圧 VDD 1.1 ⎯ 5.5 V pull-up resistor = 470 kΩ 
VOUT ≤ 0.1×VDD 

消費電流 IDD ⎯ 0.7 4.2 μA VDD = 5.5 V 

検出電圧 –VTH –VTH×0.99 ⎯ –VTH×1.01 V  

検出電圧温度係数 
(設計参考値) 

Δ(–VTH) 

–VTH ⋅ΔTa 
⎯ ±100 ⎯ ppm/

°C 

Ta = –40 ～ 85°C 

ヒステリシス電圧 VHYS –VTH×3% –VTH×5% –VTH×8% V  

出力“L”電流 IOL 0.2 1.2 ⎯ mA VOUT = 0.5 V VDD=1.3 V 

3.4 7.0 ⎯ VDD=2.4 V 

(–VTH ≥ 2.7 V) 

出力リーク電流 ILEAK ⎯ ⎯ 0.1 μA VDD = VOUT = 5.5 V 

遅延時間注
1 tDLY 10 20 35 ms VDD = 1.1 ～ 5.5 V, tTLH = 1 μs 

CD = 4.7 nF 

MR端子入力“L”電圧注 2 VIL ⎯ ⎯ VDD×0.25 V  

MR端子入力“H”電圧 VIH VDD×0.75 ⎯ ⎯ V  

MR端子入力抵抗 RMR 1 2 7 MΩ  

 
(2) RNA51Bxx製品 

(特記なき場合: Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

動作電圧 VDD 1.1 ⎯ 5.5 V pull-up resistor = 470 kΩ 
VOUT ≤ 0.1×VDD 

消費電流 IDD ⎯ 0.7 4.2 μA VDD = 5.5 V 

検出電圧 –VTH –VTH×0.99 ⎯ –VTH×1.01 V  

検出電圧温度係数 
(設計参考値) 

Δ(–VTH) 

–VTH ⋅ΔTa 
⎯ ±100 ⎯ ppm/

°C 

Ta = –40 ～ 85°C 

ヒステリシス電圧 VHYS –VTH×3% –VTH×5% –VTH×8% V  

出力“L”電流 IOL 0.2 1.2 ⎯ mA VOUT = 0.5 V VDD=1.3 V 

3.4 7.0 ⎯ VDD=2.4V 

(–VTH ≥ 2.7 V) 

出力“H”電流 IOH –1.4 –2.7 ⎯ mA VOUT = 

VDD–0.5 V 

VDD=4.5V 

(–VTH ≤ 4.0 V) 

–1.5 –3.0 ⎯ VDD=5.5 V 

遅延時間注
1 tDLY 10 20 35 ms VDD = 1.1 ～ 5.5 V, tTLH = 1 μs 

CD = 4.7 nF 

MR端子入力“L”電圧注 2 VIL ⎯ ⎯ VDD×0.25 V  

MR端子入力“H”電圧 VIH VDD×0.75 ⎯ ⎯ V  

MR端子入力抵抗 RMR 1 2 7 MΩ  

【注】 1. 遅延時間の規定は CD端子が完全に放電された状態から充電が開始された場合を規定しており，瞬停等で CD端子の放電が

不完全な場合は保証しておりません。よって VDD端子入力電圧が瞬停した (VDD端子入力電圧が検出電圧より低い状態の

期間が短い) 場合，外付け容量 CDの放電が不十分となるため，遅延時間が最小保証値より非常に短くなります。システム

として問題がないか十分ご確認ください。 

 2. MR端子に入力する Lowパルス幅の最小値は外付け容量 CDの値に依存いたします。そのためMR端子に入力する Lowパ

ルス幅は図 1に示す最小入力 Lowパルス幅以上に設定してください。 
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図 1 MR端子最小入力 Lowパルス幅と外付け容量 CDの関係 

 

端子説明 

端子 端子名 機能 

1 VOUT VDD端子電圧が検出電圧以下の場合，VOUT端子は"L"になります。

VDD端子電圧が検出電圧以下の電圧から検出電圧よりヒステリシス電圧以上高くなると， 
設定された遅延時間後に VOUT端子は"L"→"H"になります。 
P.4の動作説明図を参照してください。 
オープンドレイン出力製品 (RNA51Axx) はプルアップ抵抗 (470 k ～ 1 MΩ) を付けてください。

2 VDD 電源供給端子であり，この端子に入力された電圧と検出電圧の比較を行います。 

3 GND グラウンド (接地) 端子 

4 MR アクティブ"L"入力です。MR端子が"L"の場合，VOUT端子は"L"になります。 

MR端子が"L"→"H"になると設定された遅延時間後に VOUT端子は"H"になります。 

MR端子は内部抵抗 (2 MΩ) で VDD端子にプルアップされています。 

5 CD CD端子と GND端子間に遅延時間を設定する外付け容量を接続します。 

容量値と遅延時間の関係は P.11のグラフを参照してください。 
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測定回路 

(1) RNA51Axx製品 
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(次頁に続く) 
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(1) RNA51Axx製品 
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(次頁に続く) 
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(2) RNA51Bxx製品 
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(次頁に続く) 
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(2) RNA51Bxx製品 
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遅延時間と外付け容量の関係 
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【注】 このグラフはシミュレーション結果を示したものです。 
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外形寸法図 

MASS (Typ) [g]

0.015

Previous CodeRENESAS Code

PLSP0005ZB-A MPAK-5 / MPAK-5V

JEITA Package Code

SC-74A

© 2013 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.
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